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(57) Abstract 

A method for thermal treatment 
of at least one layer, preferably con- 
sisting of compound semiconductors, 
whereby hydrogen-passivated impurity 
atoms in said layer are activated. Ac- 
cording to the inventive method, a 
layer is heated during a time period of 
less than 120 seconds to a temperature 
which is higher than the first tempera- 
ture (Tl) at which specific layer resis- 
tance decreases, whereby at least one 
layer is heated during the first time 
period to a second temperature (T2) 
which is higher than the first tempera- 
ture for up to 60 seconds. Charge carri- 
ers are produced inside said layer dur- 
ing the course of the inventive method 
by means of electromagnetic radiation 
during at least one third time period. 
The method is particularly suitable of 
use in the activation of Mg acceptors 
in GaN. 
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(57) Zusammenfassung 

Verfahren zur thermischen Behand]ung von wenigstens eincr Schicht, vorzugsweise bcsiehcnd aus Verbindungshalblcitem, zur 
Aktivicrung von in der Schicht durch Wasserstoff passivicrten Frcmdalomen. Das Verfahren umfaBt das ErwSrmen von wenigstens 
ciner Schicht auf cine Tcmpcratur hOher als cine crstc Temperatur. bei der der spezifische-Schichtwiderstand abnimmt (Tl) fur ein crsics 
Zcitintervail kleiner als 120 sec, wobei innerhalb dps crsten Zeitiniervalls wenigstens cine. Schicht auf cine zwcite Temperaoir (T2) hdher 
als die crstc Tcmpcratur fQr cin zweites Zcitintervail von bis zu 60 sec erwarmt wird. Femer wcrden wShrend des Vcrfahrens in wenigstens 
einem dritten Zcitintervail durch elektromagnctische Strahlung innerhalb der Schicht LadungstrSger eraeugt. Das Verfahren ist besondcrs 
geeignet zur Aktivierung von Mg-Akzeptoren iti GaN. 
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